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第 7 章では第 3~第 6 章の結果の総合的な考察が行われている。特にキャリア濃度と移動度の結果は事IJ 離
法グラフェンやCVDグラフェンの結果と共に一覧表にまとめられている。ゲート電圧を与えないときのキャ
リアは、バッファ一層をもっグラフェンでは一層、二層とも電子であり、一方バッファ一層をもたないグラ
フェンでは正孔である。またゲート材料としてSiOiHSQやA120:i/ 酸化Alを用いると電子ドープの補償が
生じるが、補償の度合いはSio./HSQの方が強い。移動度については、キャリア密度依存性と温度変化の碍
面での考察がなされている。低温での移動度のキャリア密度依存性から、移動度の低い QFMLGにおいては
クーロン散乱が支配的であること、一方日仏Gではクーロン散乱と共に短距離ポテンシャルによる散乱も
重要であることが結論されている。 EMLGの移動度に見られる強い温度変化については現象論的な解析を行
い、温度変化を特徴付けるエネルギーを得、この原因がバッファ一層にあると考察している。 2種類の二層
グラフェンについては、低エネルギー電子顕微鏡を用いた構造評価との関連づけて移動度の大小が考察され
ている。
最終第8章では、以上の研究内容が要約され、今後の研究課題が示されている。
審査の結果の要旨
本論文において著者は、 SiC(0001)上に 4種類のグラフェン(ノくッファー麗が存在する一層及び二層グラ
フェン、バッファ一層が無い一層及び二層グラフェン)を作製し、それらの電気伝導特性を総合的に調べた。
特筆すべき結果を挙げるとすれば、・ゲート構造をもっ一層グラフェンにおいて量子ホール効果を観測し一
層グラフェンとしての基本特性を確認したこと、-二層グラフェンにおいてバンドギャップの存在を確認し
その評価を行ったこと、・キャリアのドーピングや散乱におけるバッファ一層の役割を明らかにしたことな
どであり、主要な結果は既に5編の原著論文として公表済みである。 SiC(OOOl)上小数層グラフェンは大面
積グラフェンの作製方法のーっとして、特に応用の観点から注目されている物質である。本論文で得られた
結果はその伝導特性の基礎を明らかにした研究成果として、当該研究分野に対して大きく寄与するものと判
断される。
平成 25年 2月14日、数理物資科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、著者
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に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によって、合格と
判定された。
上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(理学)の学位を受けるに十分な資格を有
するものと認める。
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